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Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/94/009/D/24, ZP/40/WETI/24

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawu do osadzania warstw HiPIMS PVD - systemu do
wysoko energetycznego osadzania warstw z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego dla
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;.

Przedmiot zamodwienia obejmuje dostawe do siedziby zamawiajgcego: Politechnika Gdanska, Wydziat
Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, budynek WETI A (nr
41), pokoj 116.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot zaméwienia w kazdej czesci postepowania byt fabrycznie nowy,
kompletny o wysokim standardzie zaréwno pod wzgledem jakosci wykonania, jak rowniez
funkcjonalno$ci, wolny od wad materiatowych i konstrukcyjnych, bez wczesniejszej eksploataciji i nie
moze by¢ przedmiotem praw oséb trzecich.

Zamawiajgcy bedzie badat zgodno$¢ wymaganych cech oferowanych urzadzen wytgcznie w zakresie
tych, ktére zostaty ujete w specyfikacji technicznej SWZ. Dla potrzeb badania Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia dokumentac;ji techniczne.

Kody wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i
badawcza.

Parametry techniczne — Dostawa zestawu do osadzania warstw HiPIMS PVD - systemu do
wysoko energetyczneqo osadzania warstw z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego

1. Wymagania ogodlne:

- System PVD - do wysoko energetycznego osadzania warstw z wykorzystaniem rozpylania
magnetronowego musi mie¢ zdolno$¢ do pracy w modzie 4 magnetrondéw z czego 2 bedg pracowaty
z zasilaczami wysokoenergetycznymi typu HIPIMS

- System powinien oferowa¢ mozliwosci pracy z podtozami o wymiarach do minimum 6 cali

- Wymagane sg przystony gtowic magnetronowych oraz stolika podtozowego

- System powinien zapewnia¢ opcje sterowania automatycznego w oparciu o receptury.

2. Zastosowania:

- System powinien by¢ zdolny do obstugi réznych aplikacji, w tym:

- Rozpylania materiatéw przewodzacy, potprzewodnikowych i nieprzewodzacych.
- Mozliwos¢ wytwarzania materiatow tlenkowych

- Praca na podfozach do minimum 6 cali

3. Szczeqoly techniczne:

A. Konstrukcja systemu i komory procesowej

e System przystosowany do integracji z dziatem dedykowanym do osadzania nanoczgstek
metalicznych oraz komorg zatadowczg typu load-lock
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o system wyposazony w gtébwng komore prozniowg ze stali nierdzewnej o wymiarach co
najmniej 500 mmm x 500 mm x 500 mm umozliwiajgcych zainstalowanie 4 magnetronéw —
3 calowych wraz z dziatem do osadzania nanoczgstek

e ci$nienie bazowe w komorze co najmniej 5x107 mbar

e drzwi wyposazone w co najmniej dwa okna podgladu procesu

e okna podglgdu roboczego wyposazone w przestony minimalizujgce osadzanie materiatu na
oknie

e komora wyposazona w zestaw oston wewnetrznych chronigcych jej wnetrze przed
kontaminacjg podczas procesu osadzania warstw

e ostony wewnetrzne muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e komora wyposazona w zawor odcinajgcy, utrzymujgcy system pod préznig na wypadek
przerwy w dostawie energii

B. Stolik na poditoza

e system wyposazony w stolik na podtoza o srednicy 6 cali
¢ stolik montowany w dolnej czesci komory
¢ stolik chtodzony za pomocg wody

o stolik przystosowany do montazu zaréwno matych jak i duzych prébek o srednicy od 1cm do
min 6 cali.

¢ stolik wyposazony w uktad automatycznego obracania

o stolik wyposazony w uktad automatycznego przesuwu w osi Z dostosowanego do wielkosci
komory z rozdzielczoscig 10 um w zakresie co najmniej 50 mm

¢ minimalna predko$¢ obrotowa stolika 20 obr/min

o doktadnos¢ sterowania predkoscig obrotowg stolika nie gorsza niz 2 obr/min
e system wyposazony w dedykowany uktad grzewczy do 800°C

e doktadnos$c¢ sterowania temperaturg nie gorsza niz +1°C

o stolik wyposazony w automatyczng przystone

C. Zrédta depozycji — magnetrony i zasilacze

¢ system wyposazony w 4 dziata magnetronowe, chtodzone wodg, wspotpracujgce z targetami
o srednicy 3 cale i grubosciami od 1/16 cala do %4 cala

o system musi by¢ wyposazony w system chtodzgcy dziata magnetronowe oraz dostarczony
z dedykowang chtodziarka

¢ dziata magnetronowe muszg dawac¢ mozliwo$¢ zmiany ich kata nachylenia

e dziata magnetronowe przystosowane do pracy z zasilaniem DC, RF, AC oraz impulsowym

e dziata magnetronowe wyposazone w pneumatycznie sterowane z poziomu oprogramowania
przystony — 4 szt.

e urzgdzenie wyposazone w 1 zasilacz dziata magnetronowego typu RF

e zrodto zasilania RF wyposazone w uktad automatycznego dopasowania impedanc;ji

o zasilanie RF minimum 300W, ptynna regulacja mocy z doktadno$cig nie gorszg niz 1W

e urzgdzenie wyposazone w 1 zasilacz typu DC o0 mocy minimum 750W

e system wyposazony w modut wspoétdepozycji (ang. co-deposition) ze wszystkich 4 dziat
magnetronowych jednoczesnie

¢ system wyposazony w 2 zasilacze HIPIMS o mocy nie mniejszej niz 1,5 kW
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D.

m

Linie gazowe
urzgdzanie wyposazone w linie gazowg argonu do magnetronéw z mozliwoscig sterowania
przeptywu w zakresie 0 — 100 sccm
urzgdzenie wyposazone w minimum 2 dodatkowe linie gazéw procesowych; tlen, azot
kazda linia wyposazona w regulator umozliwiajgcy zadawanie set-pointu domieszki oraz z
mozliwoscig zadawania konkretnej wartosci przeptywu gazu w zakresie 0 — 100 sccm dla
tlenu i minimum 0 — 50 sccm dla azotu.
system kontroli wprowadzania gazéw procesowych umozliwiajgcy prace w trybie kontroli
przeptywu do zadanej wartosci z doktadnos$cig nie gorszg niz 0,1 sccm.
automatyczna wspétpraca kazdego z kontroleréw wprowadzania gazu z zaworem dtawigcym
znajdujgcym sie przed pompg turbomolekularng w uktadzie prézniowym, celem jej ochrony
przed podaniem zbyt duzej ilosci gazu
system dozowania gazéw kontrolowany przez system PLC

Kontrola procesu

urzgdzenie wyposazone w minimum 2 wagi kwarcowe z dedykowanym oprogramowaniem,
pozwalajgce na monitorowanie tempa procesu osadzania (ang. deposition rate) i grubosci
warstwy oraz na kontrole procesu (mozliwosé zadawania set pointu grubosci wytwarzanej
powtoki).

rozdzielczo$¢ pomiaru grubosci na poziomie 0,01 A, rozdzielczo$¢ predkosci 0,01 A/s
system kontroli ciSnienia musi zapewniac stabilizacje ci$nienia w petnym zakresie 1 atm —
102 mbar

automatyczny zawér pneumatyczny dedykowany do precyzyjnego sterowania cisnieniem
procesowym w komorze procesowej

system musi posiada¢ dedykowany system chtodzenia magnetrondéw, pomp i manipulatora
zestaw 10 krysztatéw kwarcowych

F. Sterowanie

system wyposazony w sterownik / kontroler PLC z oprogramowaniem, odpowiadajacy za
kontrole urzadzenia

sterownik/kontroler wbudowany w obudowe urzgdzenia

sterownik/kontroler zintegrowany ze wszystkimi komponentami oraz umozliwiajgcy petng
zautomatyzowang kontrole catego urzadzenia

system umozliwiajgcy kontrole wszystkich podzespotéw: zrédet zasilania, cinienia (pomp),
pozycji przeston, magnetrondw, wprowadzania gazow, wszystko w sposéb automatyczny
oprogramowanie z mozliwoscig definiowania, zapisywania i uruchamiania receptur procesow
wieloetapowych, generowania raportéw do popularnych formatéw oraz definiowania
przepisdw przebiegu offline;

oprogramowanie pozwalajgce na zdalng diagnostyke urzadzenia przez producenta w
przypadku potencjalnych problemoéw

mozliwos¢ sterowania urzgdzeniem w dwéch trybach; manualnym i automatycznym

system wyposazony w dedykowany komputer i monitor
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G. Uklad préozniowy

urzagdzenie wyposazone w suchg (bezolejowg) pompe prézni wstepnej (typu scroll) o
wydajnosci minimum 15m3/, wraz z cze$ciami zapasowymi
urzgdzenie wyposazone w pompe turbomolekularng o wydajnosci minimum 700l/s,

urzadzenie wyposazone w automatyczny zawér dlawigcy zabezpieczajgcy pompe
turbomolekularng przed uszkodzeniem na wypadek podania zwiekszonej iloéci gazu,

automatycznie sterowane odpompowywanie oraz zapowietrzanie komory,

ci$nienie bazowe wewnatrz komory 5 x 10"mbar lub nizsze

system pozwalajgcy na automatyczng kontrole cisnienia

mozliwo$¢ pomiaru cisnienia w komorze do minimum 10-°mbar

system kontroli wprowadzania gazéw procesowych umozliwiajgcy prace w trybie kontroli
ci$nienia

czas osiggania cisnienia rzedu 5x10® mbar wewngtrz komory od rozpoczecia
odpompowywania nie wiecej niz 20 minut

. Dziato do osadzania nanoczastek metalicznych

Modut umozliwiajgcy wytwarzanie oraz osadzanie nanoczgstek metalicznych w warunkach
ultra wysokiej prézni o srednicy od 1nm do co najmniej 20 nm
Dziato umieszczone w pozycji konfokalnej wzgledem stolika procesowego
Dziato wyposazone w minimum 3 zrédta magnetronowe o $rednicy 1” umozliwiajgce prace
z ogoélnodostepnymi targetami, okrggtymi o grubosci pomiedzy 0,5-3 mm.
Dziato umozliwiajgce sekwencyjne osadzanie ze wszystkich zrédet w jednym éwczesnie
zaprogramowanym procesie bez koniecznosci przerywania prézni
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania mocg kazdego zrédta (targetu)
Mozliwos¢ sterowania gestoscig aglomerac;ji
Mozliwo$¢ wytwarzania zaawansowanych stopow metali
Modut wyposazony w niezalezne zrddto zasilania typu DC
Modut wyposazony w niezalezny ukfad pompowy:
o Pompa prozni wstepnej sucha typu scroll o wydajnosci co najmniej 10 m3/godz
o Pompa turbomolekularna o wydajnosci co najmniej 300 I/sek
Modut wyposazony w dwie linie gazowe sterowane MFC
o Linie dedykowane do pracy z argonem oraz helem
o Mozliwosé sterowania przeptywem gazéw w zakresie od nie wiecej niz 2 sccm do
przynajmniej 100 sccm

I. Sluza zatadowcza typu load-lock

System wyposazony w pétautomatyczng $luze zatadowczg typu load-lock kompatybilng z
podtozami o srednicy do 150mm; umozliwiajgcg tadowanie i roztadowywanie preparatéw
przed i po procesie, gwarantujgcg zachowanie wysokiej czystosci oraz minimalne
zaburzenie prozni w komorze procesowe;.
Sluza zatadowcza wyposazona w:

o komore zatadowczg z okienkiem podgladu,

o zawor wejsciowy,

o pompe turbomolekularng o wydajnosci co najmniej 85l/sek
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o pompe prézni wstepnej olejowg o wydajnosci co najmniej 3 m3/godz
o miernik cidnienia
o ukiad transportu podtoza
o kontrola zaworéw i pompowania odbywa sie z poziomu oprogramowania
o ci$nienie procesowe 5%x10-¢ mbar w komorze $luzy zatadowczej osiggane w czasie

do 10min

4. Pozostate warunki

e urzadzenie certyfikowane CE;

e urzadzenie wyposazone w przycisk bezpiecznego awaryjnego wytgczenia;

e urzagdzenie wyposazone w zabezpieczenia pozwalajgce urzgadzeniu przechodzi¢ w tryb
bezpieczny w przypadku przerw w dostawie energii i pozostatych mediéw niezbednych do
pracy urzadzenia;

e urzadzenie wyposazone w zabezpieczenia przed bledami uzytkownika (ktore mogg
doprowadzi¢ do uszkodzenia maszyny, np. gwattowne zapowietrzenie pompy

e turbomolekularnej, czy uruchomienie zrodet zasilania przy cisnieniu atmosferycznym);

e urzadzenie wyposazone w zabezpieczenia przeptywu cieczy chtodzgcej oraz poziomu prézni;

e system nie moze by¢ prototypem;

¢ minimum 12 miesiecy gwarancji;

e uruchomienie systemu oraz przeszkolenie operatoréw.



